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【はじめに】ウエハ接合は異種材料の組み合わ

せによるデバイス特性の飛躍的な向上に有効

な技術として注目されており、接合界面を介し

た電子や正孔等の少数キャリア輸送特性の理

解がデバイス応用には重要である。今回、電子

の輸送特性と接合界面近傍の電界の関係を調

べることを目的として、接合部の結晶品質劣化

が小さい原子拡散接合[1]を用いてフォトダイ

オード(PD)を作製・評価した結果を報告する。 

【素子構造】代表的な作製素子の断面図と層構

成を図 1に示す。一方の基板には Pコンタクト

層および P吸収層 1を、もう一方の基板には N

コンタクト層、InPキャリア走行層、ud吸収層

および P吸収層 2を作製し、両基板を厚さ 2 nm

の Geを用いた原子拡散法により接合した。光

入力により P 吸収層 1 で生じる少数キャリア

(電子)は、接合界面を介して Nコンタクト層側

へと輸送される。接合界面には界面準位等に起

因したキャリアトラップが生じる可能性があ

り、その影響を調べるため、接合層の位置が異

なる複数の PDを試作した。 

【評価結果】Sample Aは、-2Vまでの印加電圧

におけるリーク電流が約 10 nA であったが、

Sample Bは、1 A以上のリーク電流が生じて

いる(図 2)。一方、光強度 10 WにおけるSample 

Aの受光感度は-2Vで 0.29 A/Wと見積もられ、

P吸収層 1で生じる電子の約 4%が接合界面を

介してP吸収層2へ到達していると考えられる。

一方、Sample Bの受光感度は 0Vで 0.55 A/W

と見積もられ、P吸収層 1で生じる電子のほぼ

100%の電子が P吸収層 2へ到達していると考

えられる。 

【まとめ】p-InGaAs中に接合界面を設けた PD

を用いて、少数キャリアである電子の輸送特性

を調べた。本評価結果並びに各層の電界強度の

見積もり結果とから、層設計の最適化により、

リーク電流を抑えつつ接合界面を介して少数

キャリアを高効率に輸送可能な構造の実現が

期待できる。 

[1] T. Shimatsu et. al., J. Vac. Sci. Technol. B 28, 706 (2010). 

 

図 1：素子断面図および層構成 

 

図 2：作製した素子の I-V特性と受光感度特性  
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